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(54) Title: COMPONENT HAVING A REFLECTIVE HOUSING AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A COMPONENT

(54) Bezeichnung: BAUTEIL MIT EINEM REFLEKTIERENDEN GEHAUSE UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FUR EIN
SOLCHES BAUTEIL

(57) Abstract: In one embodiment the component (1) comprises a light-reflecting housing (2). The housing (2) comprises a matrix
material (21) made of of a light-permeable plastics material, and particles (22) made of a glass ceramic which are embedded therein.
The particles (22) have an average diameter of at least 5 um. The particles (22) comprise a glass matrix (31) and crystallites (32). A
difference in the refractive index between the glass matrix (31) and the crystallites (32) is at least 0.5. The crystallites (32) have an
average diameter of between 20 nm and 0.5 pm inclusive.

(57) Zusammenfassung: In einer Ausfithrungsform umfasst das Bauteil (1) ein lichtreflektierendes Gehduse (2). Das Gehéduse (2)
umfasst ein Matrixmaterial (21) aus einem lichtdurchldssigen Kunststoff sowie darin eingebettete Partikel (22) aus einer Glaskeramik.
Die Partikel (22) weisen einen mittleren Durchmesser von mindestens Sum auf. Die Partikel (22) umfassen eine Glasmatrix (31) und
O Kiristallite (32). Ein Brechungsindexunterschied zwischen der Glasmatrix (31) und den Kristalliten (32) liegt bei mindestens 0,5. Die
Kiristallite (32) zeigen einen mittleren Durchmesser zwischen einschlieflich 20 nm und 0,5 pm auf.
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Beschreibung

BAUTEIL MIT EINEM REFLEKTIERENDEN GEHAUSE UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN FUR EIN SOLCHES BAUTEIL

Es wird ein Bauteil mit einem reflektierenden Gehause
angegeben. Dariiber hinaus wird ein Herstellungsverfahren flr

ein solches Bauteil angegeben.

Eine zu losende Aufgabe liegt darin, ein Bauteil anzugeben,
dessen Gehduse eine hohe Reflektivitat fiir sichtbares Licht

aufweist.

Diese Aufgabe wird unter anderem durch ein Bauteil und durch
ein Herstellungsverfahren mit den Merkmalen der unabhangigen
Patentanspriiche geldst. Bevorzugte Weiterbildungen sind

Gegenstand der abhangigen Anspriiche.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Bauteil ein
reflektierendes Gehduse. Reflektierend bedeutet insbesondere,
dass ein Reflexionsgrad fiir sichtbares Licht bei mindestens
90 % liegt. Bevorzugt liegt dieser Reflexionsgrad iber den
gesamten sichtbaren Spektralbereich vor, zumindest jedoch fiir
eine oder fir mehrere bestimmte Wellenldngen aus dem
sichtbaren Spektralbereich. Der sichtbare Spektralbereich
bezeichnet vorliegend Wellenlangen zwischen einschliefllich
400 nm und 720 nm. Insbesondere erscheint das Gehaduse einem

Betrachter weill und ist damit diffus reflektierend.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Gehduse ein
Matrixmaterial. Das Matrixmaterial ist beispielsweise ein

Kunststoff, bevorzugt ein lichtdurchlassiger Kunststoff. Das
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heiBt, fir die zu reflektierende Strahlung kann das

Matrixmaterial transparent sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Gehause
Partikel. Die Partikel sind in das Matrixmaterial
eingebettet. Durch das Matrixmaterial sind die Partikel
mechanisch fest und dauerhaft miteinander verbunden. Die

Partikel sind aus zumindest einer Glaskeramik.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Partikel
einen vergleichsweise groBen mittleren Durchmesser auf.
Vergleichsweise groBer mittlerer Durchmesser bedeutet
insbesondere, dass der Durchmesser mindestens ein Doppeltes
oder mindestens ein 5-Faches einer Wellenldnge maximaler
Intensitdt der zu reflektierenden Strahlung betragt. Mit
anderen Worten sind die Partikel groB im Vergleich zu der zu
reflektierenden Wellenlange. Insbesondere liegt der mittlere
Durchmesser der Partikel bei mindestens 5 pm oder mindestens
10 um. Alternativ oder zusatzlich liegt der mittlere
Durchmesser bei hdéchstens 100 pm oder hdochstens 60 pm oder

hochstens 40 pm oder hoéchstens 30 pm.

Der mittlere Durchmesser ist beispielsweise ein Medianwert.
Das heiBlt, 50 % der Partikel weisen einen kleineren
Durchmesser auf und 50 % der Partikel weisen einen grdBleren
Durchmesser auf als der mittlere Durchmesser. Gemessen werden
kann der mittlere Durchmesser beispielsweise iilber Siebe mit

geeigneten MaschengroBen oder mit geeigneten Porengrolen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfassen die Partikel
eine Glasmatrix. Die Glasmatrix der Partikel kann aus einem

flir die zu reflektierende Strahlung durchldssigen Glas sein.
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Glas bedeutet insbesondere, dass das Material der Glasmatrix

amorph ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfassen die Partikel
Kristallite. Die Kristallite sind bevorzugt in die Glasmatrix
eingebettet. Die Kristallite koénnen durch die Glasmatrix fest
miteinander verbunden sein und/oder zumindest zum Teil

miteinander verwachsen sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein
Brechungsindexunterschied zwischen der Glasmatrix und den
Kristalliten bei mindestens 0,3 oder mindestens 0,5 oder
mindestens 0,7. Das heiBt, die Kristallite weilisen einen
relativ groBen Brechungsindex auf und die Glasmatrix weist
einen relativ kleinen Brechungsindex auf. Die Kristallite

sind also aus einem Material mit einem hohen Brechungsindex.

Bevorzugt weist auch das Matrixmaterial des Gehauses einen
groBen Brechungsindexunterschied zu den Kristalliten und/oder
zur Glasmatrix auf. Bevorzugt liegt ein
Brechungsindexunterschied zwischen dem Matrixmaterial und der
Glasmatrix bei mindestens 0,1 oder mindestens 0,2 oder
mindestens 0,3. Dabei ist der Brechungsindex der Glasmatrix

groRer als der des Matrixmaterials.

Alternativ kénnen die Brechungsindices der Glasmatrix und des
Matrixmaterials aneinander angepasst sein. Dies bedeutet,
dass sich die Brechungsindices um hochstens 0,1 oder um

hochstens 0,05 voneinander unterscheiden.

Der Brechungsindexunterschied wird insbesondere bestimmt bei
einer Temperatur von 300 K und bei einer Wellenlange wvon

530 nm.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die Kristallite
klein. Insbesondere liegt ein mittlerer Durchmesser der
Kristallite bei hochstens 1 pm, idealerweise bei hdchstens
0,3 pm oder 0,5 pum. Es wird eine Rickstreuung infolge
diffuser Streuung angestrebt. Alternativ oder zusdtzlich
weisen die Kristallite einen mittleren Durchmesser wvon
mindestens 10 nm oder mindestens 20 nm oder mindestens 50 nm
auf. Wie auch bei den Partikeln kann es sich bei dem
mittleren Durchmesser der Kristallite um einen Medianwert

handeln.

In mindestens einer Ausfithrungsform umfasst das Bauteil ein
lichtreflektierendes Gehause. Das Gehduse umfasst ein
Matrixmaterial aus einem lichtdurchlédssigen Kunststoff sowie
darin eingebettete Partikel aus einer Glaskeramik. Die
Partikel weisen einen mittleren Durchmesser von mindestens

5 pum auf. Die Partikel umfassen eine Glasmatrix und darin
enthaltene Kristallite. Ein Brechungsindexunterschied
zwischen der Glasmatrix und den Kristalliten liegt bei einer
Temperatur von 300 K und bei einer Wellenlange von 530 nm bei
mindestens 0,5. Die Kristallite zeigen bevorzugt einen
mittleren Durchmesser zwischen einschlieRlich 20 nm und

0,2 pm auf oder zwischen 20 nm und 0,5 pm oder zwischen 20 nm

und 1 pm.

Bei dem Gehduse des hier beschriebenen Bauteils wird eine
hohe Reflektivitdt insbesondere durch das Fullen eines
Kunststoffs, wie ein Epoxidharz oder ein Silikon, mit

Glaskeramik-Partikeln erreicht.

Herkotmmliche Epoxid-Komponenten, die Uber eine Spritztechnik

oder eine Presstechnik erzeugt sind, kdonnen verschiedene
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Fillstoffe aufweisen. Dabei werden haufig Glaskugeln als
Fillstoff eingesetzt. Die Reflektivitat von Glaskugeln in
einem Epoxid ist jedoch vergleichsweise gering, da Glas in
der Regel fiir Licht ein homogenes, amorphes und transparentes

Material ist.

Bei der Verwendung einer Glaskeramik als Ersatz fir
Glaskugeln speziell in Epoxid-Komponenten, die iUber Spritzen
und/oder tber Pressen hergestellt sind, veradndern sich die
fiir die Verarbeitung des Materials relevanten Eigenschaften
hinsichtlich des FlieBRverhaltens des Compound-Werkstoffs bei
der Formgebung kaum, da eine Geometrie des Fillstoffs im
Wesentlichen beibehalten werden kann. Dariiber hinaus kann der
thermische Ausdehnungskoeffizient von Glaskeramiken so
eingestellt werden, sodass die mechanischen Eigenschaften von
Bauteilen aus einem entsprechenden Compound-Werkstoff

erhalten bleiben oder verbessert werden konnen.

Eine Glaskeramik erlaubt durch eine entsprechende Behandlung
des Materials ein Kristallwachstum insbesondere von

Titandioxid mit Hilfe von Zr0Op als Kristallsationskeim mit

einer flir die Reflexion von Licht effizienten Grdhle, zum
Beispiel im Bereich unterhalb von 300 nm. Durch eine einfache
Modifikation der PartikelgréBen, insbesondere der Kugelgrohen
der Glaskeramik, konnen zudem sehr diinne Gehduse realisiert
werden. Zusatzlich erlaubt die Verwendung einer Glaskeramik
eine gezielte Einstellung des Brechungsindexes der Glasphase

sowie des thermischen Ausdehnungskoeffizienten.

Damit sind bei dem hier beschriebenen Gehduse verbesserte
Reflektivitaten bei im Wesentlichen unveradnderter
Materialverarbeitungsfahigkeit gegeben. Eine Einstellung des

Brechungsindexes der Glasmatrix ist mdglich. Dariber hinaus
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kénnen Ausscheidungen in Form der Kristallite in gewlinschter
GroBe, speziell im Nanometerbereich und im
Submikrometerbereich, hergestellt werden. Somit sind
Kristallite aus hochreflektierenden Materialien wie

Titandioxid moglich.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfassen die
Kristallite eines oder mehrere der folgenden Materialien oder

bestehen aus einem oder mehrerer dieser Materialien: TiOp,
Zzr0Op, TeOp, HfOp, Zn0O, TapOg, NbyOg, Lap03, V,O0g,
insbesondere aus TiOp und/oder ZrOy. Die einzelnen

Kristallite sind bevorzugt jeweils nur aus einem oder aus

zwel Materialien, falls ein zweites Material, speziell Zr0Op,

als Kristallisationskeim erforderlich ist. Es kodnnen in den
Partikeln und in der Glaskeramik jedoch Kristallite aus
verschiedenen Materialien in Kombination miteinander und
nebeneinander vorliegen. Die Kristalle kénnen entweder durch
Ausscheidung aus der Matrix erzeugt werden oder liegen

bereits als Kristallit in der Matrix vor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist zumindest ein Teil

der Kristallite aus ZrOp. Der Teil der Kristallite, die aus

Zirkoniumdioxid sind, liegt beispielsweise bei mindestens

< <

0,5 % oder mindestens 10 % oder mindestens 20 % oder
mindestens 40 %. Insbesondere konnen
Zirkoniumdioxidkristallite in Kombination mit
Titandioxidkristalliten vorliegen. Ein mittlerer Durchmesser
dieser Kristallite liegt bevorzugt bei hoéchstens 500 nm oder

hochstens 300 nm oder hochstens 150 nm.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt auch ZrO) neben

Ti02 vor, falls ZrOp als Kristallisationskeim fur die
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Herstellung der Glaskeramik benutzt wird. Die Konzentration

und/oder ein Gewichtsanteil an ZrOjp ist dann bevorzugt

< <

hochstens 0,5 % oder hochstens 1 % oder hochstens 5 %.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst die Glasmatrix
der Partikel eines oder mehrerer der folgenden Materialien
oder besteht aus einem oder mehrerer dieser Materialien:
Si0p, Alp03, Ca0, BaO, MgO, Najy0, Kp0, TeOp, GeOp, MnOj,
Agp0, LipO, Bp03, FepO3, CuO, SrO, MoOs3, Asp03, Y03, Yby03,
Crp03, POy, SbyOg. Die Glasmatrizen verschiedener Partikel

kénnen die gleiche oder auch unterschiedliche
Materialzusammensetzungen aufweisen. Bevorzugt weisen die
Glasmatrizen der verschiedenen Partikel im Rahmen der
Herstellungstoleranzen aber Jjeweils die gleiche
Materialzusammensetzung auf, sodass keine gezielten
Gradienten in der Materialzusammensetzung der Glasmatrizen
gegeben sind. Die Glasmatrizen sind inbesondere optisch
inaktiv, bezogen auf das Matrixmaterial des
Compoundwerkstoffs, das zum Beispiel ein Epoxidharz oder ein

Silikon ist und in das die Glaskeramik hinzugefiigt wurde.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das Matrixmaterial
des Gehauses ein Silikon, ein Epoxid oder ein Silikon-Epoxid-
Hybridmaterial. Alternativ zu Silikonen und/oder Epoxiden
kénnen auch andere Kunststoffe herangezogen werden,
beispielsweise Polymethylmetacrylat, kurz PMMA, oder
Polycarbonate, kurz PC. Da das verwendete Matrixmaterial
zumindest an einem Rand oder an AuBenfldchen des Gehaduses mit
der zu reflektierenden Strahlung in Berithrung kommen kann,
ist das Matrixmaterial bevorzugt fotostabil hinsichtlich der

zu reflektierenden Strahlung.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Partikel
einen vergleichsweise groBen Gewichtsanteil an dem Geh&duse
auf. Zur Bestimmung des Gewichtsanteils werden vom Gehause
bevorzugt ausschlieBlich das Matrixmaterial und die Partikel
beriicksichtigt. Entsprechendes gilt fir die Bestimmung eines

Volumenanteils.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt der

Gewichtsanteil der Partikel an dem Gehduse beili mindestens

< <

20 % oder mindestens 30 % oder mindestens 40 % oder

<

mindestens 60 %. Alternativ oder zusadtzlich liegt dieser

<

Gewichtsanteil bei hochstens 90 % oder hochstens 75 %.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein Volumenanteil

<

der Partikel an dem Gehduse beil mindestens 15 % oder

< <

mindestens 30 % oder mindestens 40 %. Alternativ oder
zusdtzlich liegt der Volumenanteil bei hodchstens 80 % oder
hochstens 70 % oder hochstens 50 %. Volumenanteile oberhalb
der dichtesten Kugelpackung fir Partikel nur einer bestimmten
GroBe sind dadurch erreichbar, dass gezielt Partikel mit

einer vergleichsweise groBen Partikeldurchmesserverteilung

herangezogen werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Volumenanteil
der Kristallite an den Partikeln relativ grol. Der Anteil der
Kristallite an den Partikeln liegt bevorzugt bei mindestens

<

25 % oder mindestens 35 %. Alternativ oder zusatzlich liegt

<

dieser Volumenanteil bei hochstens 95 % oder hochstens 75 %
oder hoéchstens 60 %. Der Anteil der Kristallite bezieht sich
hierbei insbesondere auf einen Volumenanteil oder auf einen
Flachenanteil in einem Schnittbild, kann sich alternativ aber

auch auf einen Gewichtsanteil beziehen.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen die Partikel
eine vergleichsweise groRe Durchmesserverteilung auf.
Insbesondere weisen mindestens 75 % der Partikel einen
Durchmesser zwischen einschlieBlich 5 pm und 90 pm oder
zwischen einschliellich 20 pm und 60 um auf. Die
Partikeldurchmesser sind beispielsweise iiber ein
Siebverfahren, eine Sedimentationsanalyse oder mikroskopische
Analyse oder andere geeignete Verfahren bestimmbar.

<

In dieser Konstellation weisen bevorzugt mindestens 20 % oder
mindestens 30 % oder mindestens 40 % der Partikel einen
Durchmesser von hdéchstens 30 um oder 20 um auf. Alternativ

<

oder zusatzlich weisen mindestens 20 % oder mindestens 25 %
oder mindestens 30 % der Partikel einen Durchmesser von
wenigstens 50 pm oder wenigstens 60 um oder wenigstens 40 um
auf. Mit anderen Worten weist ein groBer Teil der Partikel
relativ kleine Durchmesser und ein weiterer groBer Teil der
Partikel relativ groBle Durchmesser auf und nur wenige
Partikel liegen mit ihren Durchmessern um den Medianwert oder
mittleren Durchmesser lber alle Partikel hinweg. Dadurch

ldsst sich eine besonders dichte Packung und ein besonders

hoher Volumenanteil der Partikel am Gehduse erzielen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform liegen weitere Partikel
in dem Matrixmaterial, insbesondere ein Silikon oder ein
Epoxid, vor, sofern diese bendtigt werden, zum Beispiel zur
Verbesserung der mechanischen und oder thermischen
Eigenschaften, oder aus anderen Grinden. Hierbei kann es sich
um keramische Materialien handeln, um Glaser oder andere mit

oder ohne reflektierende Beschichtung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist eine mittlere Dicke

des Gehduses in Richtung senkrecht zu einer Montageseite des
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Bauteils klein. Dies bezieht sich insbesondere auf einen
mittleren Durchmesser der Partikel. Beispielsweise liegt die
mittlere Dicke des Gehduses in Richtung senkrecht zur
Montageseite bei mindestens dem 3-Fachen oder mindestens dem
5-Fachen und/oder bei hochstens dem 30-Fachen oder hochstens
dem 20-Fachen des mittleren Durchmessers der Partikel. Somit
kann das Gehduse Dicken im Bereich weniger 10 um bis wenige
100 pm aufweisen und gleichzeitig eine hohe Reflektivitat

gewadhrleisten.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Bauteil
einen oder mehrere Halbleiterchips. Der mindestens eine
Halbleiterchip ist bevorzugt ein Leuchtdiodenchip, ein
Laserdiodenchip oder ein Fotodetektorchip. Es kdnnen mehrere
verschiedene Arten von Halbleiterchips miteinander kombiniert

werden.

Der mindestens eine Halbleiterchip ist in einer oder in
mehreren Ausnehmungen des Gehduses angebracht. Bevorzugt
befinden sich alle Halbleiterchips in einer einzigen
Ausnehmung des Gehduses. Alternativ sind einzelne
Halbleiterchips oder Gruppen von Halbleiterchips in separaten

Ausnehmungen untergebracht.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist der zumindest eine
Leuchtdiodenchip oder Laserdiodenchip zur Erzeugung von
nahultravioletter oder sichtbarer Strahlung eingerichtet. Ein
Reflexionsgrad des Gehduses fir die erzeugte Strahlung liegt

bei mindestens 90 %.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst der
Leuchtdiodenchip oder Laserdiodenchip eine

Halbleiterschichtenfolge. Die Halbleiterschichtenfolge ist
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zur Erzeugung der Strahlung eingerichtet. Die
Halbleiterschichtenfolge basiert bevorzugt auf einem III-V-
Verbindungshalbleitermaterial. Bei dem Halbleitermaterial
handelt es sich zum Beispiel um ein Nitrid-

Verbindungshalbleitermaterial wie AlpIng_p_pGayN oder um ein

Phosphid-Verbindungshalbleitermaterial wie

Al Ini_pn_pGapP oder auch um ein Arsenid-
Verbindungshalbleitermaterial wie Al In|_p-pGaphAs oder wie
Al GapIny_n-pASkP1-k, wobei jeweils 0 < n <1, 0 £m < 1 und
n+m< 1 sowie 0 £ k < 1 ist. Bevorzugt gilt dabei fur
zumindest eine Schicht oder fir alle Schichten der
Halbleiterschichtenfolge 0 < n £ 0,8, 0,4 < m < 1 und n + m
0,95 sowie 0 < k £ 0,5. Dabei kann die
Halbleiterschichtenfolge Dotierstoffe sowie zusatzliche
Bestandteile aufweisen. Der Einfachheit halber sind jedoch
nur die wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters der
Halbleiterschichtenfolge, also Al, As, Ga, In, N oder P,
angegeben, auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen

welterer Stoffe ersetzt und/oder ergdnzt sein konnen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Bauteil
mindestens einen Leuchtstoff. Der Leuchtstoff oder die
Leuchtstoffe sind dem mindestens einen Leuchtdiodenchip oder
Laserdiodenchip entlang einer Abstrahlrichtung nachgeordnet.
Die zum Leuchtdiodenchip und zum Laserdiodenchip genannten
Werte flir die Reflektivitat des Gehiauses gelten bevorzugt

entsprechend flir das vom Leuchtstoff erzeugte Licht.

Der mindestens eine Leuchtstoff ist bevorzugt aus der
folgenden Gruppe ausgewahlt: EuZt-dotierte Nitride wie

(Ca, Sr)AlSiN3:Eu?¥, Sr(Ca,Sr)SipAloNg:Eul™,

(Sr,Ca)AlSiN3*SiyNy0:Eu?*, (Ca,Ba,Sr),SigNg:Eult,
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(Sr,Ca)[LiA13N4]:Eu2+; Granate aus dem allgemeinen System
(Gd,Lu,Tb,¥)3(Al,Ga,D)5(0,X)12:RE mit X = Halogenid, N oder
zweliwertiges Element, D = dreiwertiges oder vierwertiges

Element und RE = Seltenerdmetalle wie Lus(Al]_yGay)s075:Ce3%,
Y3 (Al]_4Gay)5070:Ce3%; EuZ*-dotierte Sulfide wie
(Ca,Sr,Ba)S:Eult; Eult-dotierte SiONe wie
(Ba,Sr,Ca)Si2O2N2:Eu2+; S1AlONe etwa aus dem System
LiyMyIngSi1o— (m+n) Bl (m+n)OnN16-n/ beta-SiAlONe aus dem System
Sig-xAlzOyNg_y:RE; mit RE = Seltenerdmetalle; Nitrido-
Orthosilikate wie AEy_yx_jRE Eu;5104_4xNy oder

AE) - aRExEU;511_y04-x-2yNx mit RE = Seltenerdmetall und AE =
Erdalkalimetall oder wie (Ba,Sr,Ca,Mg),Si04:Eu?t;
Chlorosilikate wie CagMg(SiO4)4Cl2:Eu2+; Chlorophosphate wie
(Sr,Ba,Ca,Mg) 1 (POg) ¢Clp:Eu2¥; BAM-Leuchtstoffe aus dem BaO-
MgO-Al,03-System wie BaMgAlqpOj7:Eu?®; Halophosphate wie

Ms (POg) 3 (C1, F) : (Eu?*t, sb2+, Mn2+); SCAP-Leuchtstoffe wie
(Sr,Ba,Ca)5(PO4)3Cleu2+; KSF-Leuchtstoffe basierend auf

Kalium, Silizium und Fluor wie K2SiF6:Mn4+. AuRerdem konnen

auch sogenannte Quantenpunkte als Konvertermaterial
eingebracht werden. Quantenpunkte in der Form
nanokristalliner Materialien, welche eine Gruppe II-VI-
Verbindung und/oder eine Gruppe III-V-Verbindungen und/oder
eine Gruppe IV-VI-Verbindung und/oder Metall-Nanokristalle
beinhalten, sind hierbei bevorzugt. Ferner kann der
Leuchtstoff eine Quantentopfstruktur aufweisen und

epitaktisch gewachsen sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der Leuchtstoff

beabstandet zu dem Gehduse angeordnet. Das heilt, der
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Leuchtstoff und das Gehduse beriihren sich dann nicht.
Alternativ kénnen sich der Leuchtstoff und das Gehause auch
stellenweise beriihren. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
der Leuchtstoff einem Verguss beigegeben ist, der die

Ausnehmung mit dem Halbleiterchip auffillt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform liegt eine Gesamtdicke
des Gehauses mit einer Toleranz von hochstens 20 um oder
hochstens 10 um oder héchstens 5 um bei der Dicke des
Halbleiterchips oder bei der Dicke des Halbleiterchips
zusammen mit dem Leuchtstoff. Damit kann durch das Geh&duse
ein Rahmen um den Halbleiterchip herum, optional zusammen mit
dem zugehorigen Leuchtstoff, gebildet sein. Ferner sind sehr
dinne Bauteile erzielbar, deren Dicke auf die Gesamtdicke des

Leuchtstoffs zusammen mit dem Halbleiterchip beschrankt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind der Leuchtstoff
und der Halbleiterchip ibereinander gestapelt angeordnet.
Insbesondere konnen der Leuchtstoff und der Halbleiterchip
deckungsgleich iibereinander angeordnet sein. Optional weist
der Leuchtstoff eine Aussparung fiir einen Bonddraht auf.
Optional iUberdeckt der Leuchstoff die Seitenwand und/oder die

Oberfldche des Chips.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform beriithrt das
Matrixmaterial des Gehduses den Leuchtstoff stellenweise. Es
ist mdéglich, dass Seitenflachen des Halbleiterchips und
optional des Leuchtstoffs vollstdndig und unmittelbar von dem
Gehduse und damit dem Matrixmaterial, auch zusammen mit den

Partikeln, bedeckt sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist eine

Lichtaustrittsseite des Leuchtiodenchips, des
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Laserdiodenchips und/oder des Leuchtstoffs frei von dem
Matrixmaterial und damit auch frei von den Partikeln. Damit

ist eine hohe Lichtausbeute erreichbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist eine spezifische
Warmeleitfahigkeit der Partikel um mindestens einen Faktor b
oder um mindestens einen Faktor 10 hoher als eine spezifische
Warmeleitfahigkeit des Matrixmaterials. Damit lasst sich tber
die Partikel eine hohe Warmeleitfahigkeit des Gehéduses
insgesamt erreichen. Dies gilt speziell dann, wenn die
Partikel perkoliert vorliegen. Liegen die Partikel perkoliert
vor, so sind durch die Partikel im Matrixmaterial
durchgehende und/oder zusammenhidngende Warmeleitpfade

gebildet.

Dariber hinaus wird ein Herstellungsverfahren fir solche
Bauteile angegeben. Merkmale des Herstellungsverfahrens sind

daher auch fir die Bauteile offenbart und umgekehrt.

In mindestens einer Ausfithrungsform umfasst das
Herstellungsverfahren die folgenden Schritte, bevorzugt in
der angegebenen Reihenfolge:

- Bereitstellen eines Glases oder einer Glaskeramik, die
bereits Kristallite enthdlt, da diese evenutell aufgrund
mangelnder Léslichkeit bei der Herstellung keine Schmelze
bilden,

- Durchfithren einer Temperaturbehandlung des Glases, sodass
eine Glaskeramik entsteht,

- optional Zerkleinern der Glaskeramik zu den Partikeln oder
alternativ optional Zerkleinern des Glases in die gewiinschte
Form bereits vor der Temperaturbehandlung oder alternativ
Erzeugen des Glases bereits in der gewlinschten Form, und/oder

Verrunden der gebrochenen Partikel durch eine geeignete
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Temperaturbehandlung der Partikel wvor Durchfihrung der
Temperaturbehandlung zum Erzeugen der Kristallite durch
Ausscheidung aus der Matrix mit oder ohne Verwendung von
Kristallisationskeimen; alternativ kann das Material auch aus
einem Sol-Gel-Prozess gewonnen werden und durch mechanische
und/oder thermische Nachbehandlungen in den gewiinschten
Zustand Uberfihrt werden,

- Beigeben der Partikel zu dem Matrixmaterial, sodass eine
Spritzmasse gebildet wird, und

- Befillen einer Form mit der Spritzmasse mittels GielBen,
Spritzen und/oder Pressen sowie nachfolgend Ausharten zu dem

Gehause.

Alternativ zum Zerkleinern der Glaskeramik zu den Partikeln
kann das Glas bereits in der gewlinschten GroBe bereitgestellt
werden. Die Zerkleinerung kann also bereits vor der
Durchfiihrung der Temperaturbehandlung gegeben sein, zum
Beispiel durch Plasma-Sprihpyrolyse oder Sprithpyrolyse. Die
Zerkleinerung kann alternativ zur Sprihpyrolyse
gegebenenfalls durch Fritten und Mahlen erfolgen. Das
Verrunden der Partikel kann durch kurzzeitiges Aufschmelzen

erfolgen.

Das Ausharten zu dem Gehause kann ein thermisches oder auch
fotochemisches Vernetzen sein oder durch ein Abkihlen

erreicht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das Glas ein
Aluminosilikatglas. Das Aluminosilikatglas ist aus den
folgenden Ausgangsmaterialien hergestellt oder die
Ausgangsmaterialien umfassen folgende Materialien:

<

- S510» mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlielRlich 15 %

<

und 50 % oder zwischen einschlielRlich 20 % und 40 %,
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<

- Alp03 mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlieBlich 2 %

<

und 30 % oder zwischen einschlielRlich 10 % und 20 %,

- Ti0» mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlielRlich 20 3

< <

und 40 % oder zwischen einschlieRlich 20 % und 35 % oder
zwischen einschlieRflich 0 und 40 %,

<

- 7Z2rOp mit einem Gewichtsanteil zwischen einschliefilich 0,5 %

und 20 % oder zwischen einschlieRflich 0,5 % und 10 % oder
zwischen einschlieRBlich 0,5 % und 40 %, und
- Alkalioxide und Erdalkalioxide mit einem Gewichtsanteil wvon

insgesamt hdéchstens 15 % oder héchstens 10 % oder héchstens

5 %.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt
die Temperaturbehandlung des Glases zum Erzeugen der
Glaskeramik zeitweilig oder dauerhaft bei einer Temperatur,
die bei mindestens 105 % oder mindestens 110 % einer
Glasiibergangstemperatur des Glases liegt. Alternativ oder
zusdtzlich liegt diese Temperatur bei hoéchstens 150 % oder
hoéchstens 135 % oder hochstens 125 % der
Glasiibergangstemperatur. Dabei ist die
Glasiibergangstemperatur in K anzugeben. Mit anderen Worten
wird die Glaskeramik durch ein relativ moderates Erwdrmen des

Glases gebildet. Durch dieses Erwarmen wird die

Kristallisation zu den Kristalliten ermdglicht.

Dabei wird die erhdhte Temperatur bevorzugt nur
vergleichsweise kurz appliziert. Beispielsweise wird die
erhdhte Temperatur fiir mindestens 0,25 h oder mindestens

0,5 h und/oder fir hdchstens 10 h oder hdchstens 5 h
appliziert. Durch diese geringe Zeitdauer erhdhter Temperatur

lassen sich vergleichsweise kleine Kristallite erreichen.
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Es ist méglich, dass vergleichsweise steile Temperaturrampen
gefahren werden, um auf die erhdhte Temperatur zu gelangen
und/oder um von der erhdhten Temperatur wieder abzukihlen.
Das heiRt, das Glas wird schnell erwdrmt und die Glaskeramik
wird schnell abgekiihlt. Zum RBReispiel weisen die
Temperaturrampen eine Steigung von mindestens 500 K/h oder
von mindestens 1000 K/h und/oder von hoéchstens 3000 K/h oder
von hoéchstens 1500 K/h auf.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform ist eine
Temperaturbehandlung des Glases zum Erzeugen der Kristallite
nicht notwendig, da diese bereits vorliegen, da sie nicht in
eine Schmelze Uberfiihrt wurden. Dabei wird die Glaskeramik,
bevorzugt ohne einen Zwischenschritt iber ein Glas, direkt

aus insbesondere pulverfdormigen Ausgangsstoffen erzeugt.

Nachfolgend werden ein hier beschriebenes Rauteil und ein
hier beschriebenes Verfahren unter Bezugnahme auf die
Zeichnung anhand von Ausfiithrungsbeispielen ndher erlautert.
Gleiche Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den
einzelnen Figuren an. Es sind dabei jedoch keine
maBstadblichen Beziige dargestellt, wvielmehr kénnen einzelne
Elemente zum besseren Verstandnis lUbertrieben grof

dargestellt sein.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines

Verfahrensschritts zur Behandlung eines Glases flr

die Herstellung hier beschriebener Bauteile,
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Figur 2 eine schematische Schnittdarstellung eines
Verfahrensschritts zur Behandlung einer Glaskeramik

fir hier beschriebene Bauteile,

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung eines
Verfahrensschritts zur Erzeugung von Partikeln fir

hier beschriebene Bauteile,

Figur 4 eine schematische Schnittdarstellung eines
Verfahrensschritts zur Erzeugung von Partikeln fir

hier beschriebene Bauteile,

Figur 5 eine schematische Schnittdarstellung eines
Verfahrensschritts zur Erzeugung einer Spritzmasse

fir hier beschriebene Bauteile,

Figur 6 eine schematische Schnittdarstellung eines
Verfahrensschritts zur Erzeugung eines Gehauses flr

hier beschriebene Bauteile, und

Figuren 7 bis 12 schematische Schnittdarstellungen von
Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

Bauteilen.

In den Figuren 1 bis 6 ist ein Herstellungsverfahren fir
Bauteile 1 dargestellt. BRei den fertigen Bauteilen 1 handelt
es sich bevorzugt um Halbleiterbauteile wie Leuchtdioden,

kurz LEDs.

In Figur 1 ist illustriert, dass ein Glas 51 bereitgestellt
wird. Bei dem Glas 51 handelt es sich bevorzugt um ein
Aluminosilikatglas. Als Ausgangsmaterial flur das Glas 51 wird

mit einem méglichst hohen Gewichtsanteil Titandioxid
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verwendet. Beispielsweise liegt der Gewichtsanteil wvon
Titandioxid bei der Einwaage um 30 %. Weitere Bestandteile
des Glases 1 sind, beziiglich der Einwaage, bevorzugt
Siliziumdioxid mit einem Gewichtsanteil wvon ungefahr 30 %
sowie Aluminiumoxid, beispielsweise mit einem Gewichtsanteil
von ungefahr 20 % oder ungefahr 10 % oder ungefahr 5 %.
Zirkoniumdioxid wird mit einem Gewichtsanteil hinsichtlich
der Einwaage von zirka 10 % oder nur 1 % verwendet. Die
ibrigen Bestandteile, die nur einen verhdltnismaBig kleinen
Gewichtsanteil an den Ausgangsmaterialien ausmachen, werden

durch Alkalioxide und durch Erdalkalioxide gebildet.

Das Glas 51 wird insbesondere dadurch erzeugt, dass die
Ausgangsmaterialien miteinander durchmischt werden, wobei die
Ausgangsmaterialien als feine Granulate oder Pulver vorliegen
kénnen. AnschlieBend erfolgt eine Temperaturbehandlung bei
einer relativ hohen Temperatur, zum Beispiel bei einer
Temperatur von mindestens 1400 K und/oder von hoéchstens

1800 K. Nachfolgend erfolgt ein Abkithlen zu dem Glas 51. Eine
Glasiibergangstemperatur des fertigen Glases 51 liegt zum

Beispiel um 1100 K.

Im Schritt der Figur 2 ist illustriert, dass aus dem Glas 51
die Glaskeramik 52 gewonnen wird. Dazu wird das Glas 51 aus
Figur 1 relativ kurzzeitig auf eine Temperatur erhdéht, die
zum Beispiel ungefahr 10 % oberhalb der
Glasiibergangstemperatur des Glases 51 liegt. Hierdurch
erfolgt ein Wachsen von Kristalliten 32, die in einer
amorphen Glasmatrix 31 verbleiben. Bei der fertigen
Glaskeramik 52 kann es sich um eine Glaskeramikfritte handeln
oder um Glaskeramik-Kugeln, die zuvor durch ein alternatives

Formgebungsverfahren aus der Schmelze dargestellt wurden, wie

zum Beispiel durch Sprih-Pyrolyse.
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Gemdl dem optionalen Schritt der Figur 3, linke Seite, wird
die Glaskeramik 52 aus Figur 2 zerkleinert. Somit ergibt sich
aus der Glaskeramik 52 eine Vielzahl von Partikeln 22. Die
Glaskeramikpartikel 22 weisen beispielsweise einen mittleren
Durchmesser um 40 pm auf. Dabei kdnnen die
Glaskeramikpartikel 22 eine vergleichsweise groRe Verteilung

an Durchmessern aufzeigen.

In Figur 3, rechte Seite, ist eines der Glaskeramikpartikel
22 im Detail in einer schematischen Schnittansicht
dargestellt. Das Partikel 22 umfasst die Glasmatrix 31 sowie
viele der Kristallite 32, die sich in der Glasmatrix 32
befinden. Das Partikel 22 kann ndherungsweise spharisch
geformt sein oder auch eine vergleichsweise unregelmdflRige
AuBenfldche aufweisen. Ein Durchmesser der Kristallite 32 ist

viel kleiner als ein Durchmesser des Partikels 22.

Die Kristallite 32 liegen in einer moéglichst hohen
Konzentration in der Glasmatrix vor. Die Kristallite 32 sind
im Mittel mdéglichst klein, beispielsweise mit einem mittleren
Durchmesser von hoéchstens 0,2 um oder von hdéchstens 0,5 um.
Zwischen der Glasmatrix 31 und den Kristalliten 32 besteht
bevorzugt ein hoher Brechungsindexunterschied, sodass
aufgrund der Kristallite 32 das Partikel 22 hochgradig
reflektierend wirkt und bevorzugt weill erscheint. Die
Kristallite 32 sind bevorzugt aus Titandioxid sowie aus
Zirkoniumdioxid. Pro Kristallit 32 liegt bevorzugt nur ein

Material vor. Im Falle von TiOp liegt besonders bevorzugt
zusatzlich Zr0O, als Keimbildner vor, falls das Material durch

thermisches Kristallwachstum hergestellt wird. Es ké&nnen
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jedoch auch Titandioxidkristallite und Zirkoniumdioxidkri-
stallite gemischt in der Glasmatrix 31 des Partikels 22

vorliegen.

Die Zerkleinerung, deren Ergebnis in Figur 3 gezeigt ist,
fihrt tUblicherweise nicht zu kugelfdrmigen Partikeln 22. Im
optionalen Schritt der Figur 4 ist daher dargestellt, dass
die aus dem Schritt der Figur 3 erhaltenen, vergleichsweise
unregelmdBig geformten Partikel 22 zu sphdarischen oder nahezu
spharischen Partikeln 22 umgeformt werden. Nahezu spharisch
bedeutet zum Beispiel, dass ein Aspektverhdltnis aus einer
Lange und einem Druchmesser der Partikel 22 zwischen
einschlieBlich 0,7 und 2 oder zwischen einschlieBlich 0,75
und 1,25 liegt und/oder dass eine Oberflachenrauheit der
Partikel 22 bei hochstens 20 % oder bei hochstens 5 % eines

mittleren Durchmessers der Partikel 22 liegt.

Ein solches Umformen der Partikel 22 ist beispielsweise durch
eine Temperaturbehandlung, wie ein kurzeitiges Aufschmelzen
oder Anschmelzen der Partikel 22, oder durch Atzen méglich.
Durch eine solche Verrundung der Partikel 22 ist insbesondere
im Schritt der Figur 5 eine verbesserte Verarbeitbarkeit

einer Spritzmasse 53 mit den Partikeln 22 gewdhrleistbar.

Alternativ zum Schritt der Figur 3 oder zu den Schritten der
Figuren 1 bis 3 kann das Glas 51 bereits in der gewlinschen
Form hergestellt werden oder vor der Temperaturbehandlung des
Schritts der Figur 2 in die gewiinschte Form gebracht werden.
Beispielsweise geschieht dies durch die Anwendung von Plasma-
Sprith-Pyrolyse. Das heilt, die Zerkleinerung in die
gewiinschte Form, zur Herstellung der kugelfdrmigen Gebilde
einer bestimmten GréBe oder einer bestimmten

GroBenverteilung, entfallt demnach.
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Im Schritt der Figur 5 ist illustriert, dass die
Glaskeramikpartikel 22 in ein Matrixmaterial 21 eingemischt
werden. Bei dem Matrixmaterial 21 handelt es sich bevorzugt
um ein Silikon oder um ein Epoxid. Ein Gewichtsanteil der
Partikel 22 an der Materialmischung, die eine Spritzmasse 53

bildet, liegt zum Beispiel um 65 %.

AuBerdem ist in Figur 5 gezeigt, dass weitere Partikel 7
vorhanden sein koénnen, wie auch in allen anderen
Ausfiihrungsbeispielen mdglich. Mit den weiteren Partikeln 7
kédnnen die mechanischen, thermischen und/oder optischen
Eigenschaften des Gehduses 2 weiter eingestellt werden. Es
kénnen mehrere verschiedene Arten weiterer Partikel 7
vorhanden sein. Die weiteren Partikel 7 kdnnen optional mit
einer reflektierenden Beschichtung versehen sein. Ein
mittlerer Durchmesser der weiteren Partikel 7 ist bevorzugt
kleiner als der mittlere Durchmesser der Glaskeramikpartikel
22, kann alterantiv aber auch gleich oder groRer dem

mittleren Durchmesser der Glaskeramikpartikel 22 sein.

Im Verfahrensschritt der Figur 6 wird eine beispielsweise
zweiteilige Form 54 bereitgestellt. Die Spritzmasse 53 wird
bevorzugt in erhitztem Zustand in eine Kavitat der Form 54
eingefiillt. Nach einem thermischen Aushidrten oder nach einem
Abkiihlen entsteht in der Kavitat der Form 54 ein Gehduse 2,

in Figur 6 nicht gezeichnet.

Abweichend von der Darstellung in Figur 6 kann das Gehéduse 2
auch mittels GielBen erzeugt werden. Ferner ist es méglich,
dass ein folienunterstitztes Spritzen oder Spritzpressen
durchgefiihrt wird, auch als Film Assisted Molding oder kurz

FAM bezeichnet.
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In Figur 7 ist beispielhaft ein Bauteil 1 illustriert, das
ein solches Gehduse 2 aufweist. Das Gehduse 2 ist aus dem

Matrixmaterial 21 und den Partikeln 22 zusammengesetzt.

Bevorzugt weist das Gehause eine Ausnehmung 24 auf. In der
Ausnehmung 24 befindet sich ein Halbleiterchip, bevorzugt ein
Leuchtdiodenchip 41. Der Leuchtdiodenchip 41 ist aus einem
Substrat 43 und aus einer Halbleiterschichtenfolge 44
zusammengesetzt. Das Substrat 43 ist beispielsweise ein
Saphirsubstrat. Bei der Halbleiterschichtenfolge 44 kann es
sich um eine Schichtenfolge aus AlInGaN-Materialien handeln.
Abweichend von der Darstellung der Figur 7 ist es mdglich,
dass sich die Halbleiterschichtenfolge 44 naher an dem

Gehduse 2 befindet als das Substrat 43.

Optional ist die Ausnehmung 24 mit einem Verguss 45
ausgeflillt. Der Verguss 45 ist bevorzugt aus einem
transparenten Material wie einem Silikon. Der Verguss 45 kann
optional zumindest einen Leuchtstoff 42 aufweisen, der in
Form von dispergierten oder sedimentierten Partikeln
vorliegen kann. Beispielsweise ist der Verguss 45

linsenfdérmig gestaltet.

In Figur 8 ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel des Bauteils
1 illustriert. Dabei sind in dem Gehduse 2 ein erstes
Leiterrahmenteil 61 und ein zweites Leiterrahmenteil 62
integriert. Der Leuchtdiodenchip 41 ist auf dem ersten
Leiterrahmenteil 61 angebracht. Uber einen Bonddraht 46 ist
eine elektrische Verbindung zu dem zweiten Leiterrahmenteil

62 erreicht.
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Die Leiterrahmenteile 61, 62 kdénnen sich in einer gemeinsamen
Ebene in dem Gehause 2 befinden, wobei der Halbleiterchip 41
auf dieser Ebene montiert ist. Nachfolgend sind die
Leiterrahmenteile 61, 62 aus dem Gehduse 2 heraus gefithrt und

beispielsweise {iber Biegen an eine Montageseite 10 gebracht.

Der Verguss 45 und/oder der Leuchtstoff 42 der Figur 7 kodnnen

ebenso beim Ausfithrungsbeispiel der Figur 8 vorhanden sein.

Solche Bauformen, wie in den Figuren 7 und 8 illustriert,
werden auch als vorgefertigte Gehdusebauformen oder Premold

Components bezeichnet.

Das Bauteil 1 der Figur 9 ist ein sogenanntes QFN-Bauteil,
wobei QFN fiur Quad Flat No Leads steht. Der Leuchtdiodenchip
41 ist auf einem ersten Metallteil 61 aufgebracht und
optional Uber den Bonddraht 46 mit einem zweiten Metallteil
62 elektrisch verbunden. Die Metallteile 61, 62 sind
bevorzugt durch flache Metallplatten gebildet, zum Beispiel
aus Kupfer, die an der Montageseite 10 bevorzugt bindig mit

dem Gehause 2 abschlieblen.

Optional konnen die Metallteile 61, 62 im Querschnitt gesehen
Vorspriinge oder Strukturierungen aufweisen, um eine
verbesserte mechanische Verbindung zwischen dem Gehduse 2 und

den Metallteilen 61, 62 zu erreichen.

Im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 10 ist der Leuchtdiodenchip
41 auf einem Trager 63 angebracht. Bei dem Trager 63 handelt
es sich beispielsweise um eine Leiterplatte, wie ein
Keramiksubstrat, das mit Leiterbahnen versehen ist, oder auch
um eine gedruckte Leiterplatte basierend auf einem Kunststoff

oder um eine Metallkernplatine.
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Es ist moglich, dass der Halbleiterchip 41 bonddrahtfrei
elektrisch kontaktiert ist. Dazu kénnen elektrische
Leiterbahnen 64 von dem Trager 63 lUber Chipflanken auf eine
dem Trager 63 abgewandte Lichtaustrittsseite des

Leuchtdiodenchips 41 gefihrt sein.

Optional befindet sich an der Lichtaustrittsseite des
Leuchtdiodenchips 41 der Leuchtstoff 42. Der Leuchtstoff 42
ist beispielsweise ein Silikonpléattchen oder ein

Keramikplattchen mit zumindest einem lumineszierenden Stoff.

Das Gehdause 2 ist unmittelbar an Seitenfldchen des Tragers
63, des Leuchtdiodenchips 41 sowie des Leuchtstoffs 42
angeformt. Eine Dicke des Gehduses 2 ist gleich der Summe aus
den Dicken des Tragers 63 zusammen mit dem Leuchtdiodenchip
41 und dem Leuchtstoff 42, wobei eventuell vorhandene
Verbindungsmittel wie Kleber oder Lote, die zur Dicke nicht

signifikant beitragen, vernachlassigt sind.

In Figur 11 ist gezeigt, dass der Trager 63 des Rauteils 1
sich vollstandig tber die seitliche Ausdehnung des Bauteils 1
erstreckt. Der Leuchtdiodenchip 41 und der optionale
Leuchtstoff 42 sind an einer Oberseite des Tragers 63

angebracht und seitlich ringsum von dem Gehduse 2 umgeben.

Eine elektrische Kontaktierung des Halbleiterchips 41 erfolgt
einerseits unmittelbar hin zu dem Trager 63 und andererseits
Uber eine elektrische Leiterbahn 64. Die Leiterbahn 64
verlauft auf einer dem Tradger 63 abgewandten Oberseite des
Gehduses 2. Eine elektrische Kontaktierung der Leiterbahn 64
hin zu dem Trager 63 ist durch eine elektrische

Durchkontaktierung 65 gegeben.
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Im Ausfihrungsbeispiel des Bauteils 1 der Figur 12 ist
gezeigt, dass mehrere der Leuchtdiodenchips 41 wvorhanden
sind, wobei jeweils optional zusatzlich ein Leuchtstoff 42
vorhanden sein kann. Pro Leuchtdiodenchip 41 weist das

Gehduse 2 eine eigene Ausnehmung auf.

Das Bauteil 1 der Figur 12 ist frei von einem zusatzlichen
Trager. Damit kann eine elektrische Kontaktierung der
Leuchtdiodenchips 41 unmittelbar iiber elektrische
Kontaktfldchen 66 der Leuchtdiodenchips 41 selbst erfolgen.
Eine mechanische Stabilisierung wird Uber das Gehéduse 2
selbst erreicht. Eine Dicke des Gehauses 2 ist gleich einer
Dicke der Leuchtdiodenchips 41 zusammen mit dem optionalen
Leuchtstoff 42. Damit lassen sich kompakte, diinne Rauteile 1

realisieren.

Optional sind Seitenflachen des Leuchtdiodenchips 41 wvon
einem Verguss 45 umgeben. Der Verguss 45 ist bevorzugt
transparent, zum Beispiel aus einem Silikon. In Richtung weg
von der Montageseite 10 kann sich der Verguss 45 im

Querschnitt gesehen verbreitern.

Die in den Figuren gezeigten Komponenten folgen, sofern nicht
anders kenntlich gemacht, bevorzugt in der angegebenen
Reihenfolge jeweils unmittelbar aufeinander. Sich in den
Figuren nicht beriihrende Schichten sind bevorzugt voneinander
beabstandet. Soweit Linien parallel zueinander gezeichnet
sind, sind die entsprechenden Fladchen bevorzugt ebenso
parallel zueinander ausgerichtet. Ebenfalls, soweit nicht
anders kenntlich gemacht, sind die relativen Positionen der
gezeichneten Komponenten zueinander in den Figuren korrekt

wiedergegeben.
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Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die
Beschreibung anhand der Ausfiihrungsbeispiele beschrankt.
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn
dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben

ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2018 130 526.5, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Bezugszeichenliste

1
10

21
22
24
31
32
41
42
43
44
45
46
51
52
53
54
61
62
63
64
65
66

Bauteil

Montageseite

Gehause

Matrixmaterial

Partikel

Ausnehmung

Glasmatrix

Kristallit
Halbleiterchip/Leuchtdiodenchip
Leuchtstoff

Substrat
Halbleiterschichtenfolge
Verguss

Bonddraht

Glas

Glaskeramik

Spritzmasse

Form

erstes Leiterrahmenteil/erstes Metallteil
zweltes Leiterrahmenteil/zweites Metallteil
Trager

elektrische Leiterbahn
elektrische Durchkontaktierung
elektrische Kontaktflache

weitere Partikel

PCT/EP2019/082904
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Patentanspriiche
1. Bauteil (1) mit einem lichtreflektierenden Gehause (2),
wobei

- das Gehause (2) ein Matrixmaterial (21) aus einem
lichtdurchlassigen Kunststoff sowie darin eingebettete
Partikel (22) aus einer Glaskeramik aufweist,

- die Partikel (22) einen mittleren Durchmesser von
mindestens 5 pm aufweisen,

- die Partikel (22) eine Glasmatrix (31) und Kristallite (32)
umfassen,

- ein Brechungsindexunterschied zwischen der Glasmatrix (31)
und den Kristalliten (32) bei einer Temperatur von 300 K und
bei einer Wellenladnge von 530 nm bei mindestens 0,5 liegt,
und

- die Kristallite (32) einen mittleren Durchmesser zwischen

einschlieBlich 20 nm und 0,5 pm aufzeigen.

2. Bauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
- das Gehdause (2) weill 1ist,

- die Kristallite (32) zumindest eines der folgenden
Materialien umfassen oder aus mindestens einem dieser

Materialien bestehen: TiOp, Zr0Op, TeOp, HfOp, Zn0O, TayOsg,
Nb,0Og5, Lay03, V20g, und
- die Glasmatrix (31) zumindest eines der folgenden

Materialien umfasst oder aus mindestens einem dieser

Materialien besteht: Si0p, Al,0O3, CaO, BaO, MgO, Nay0, KO,
TeOy, GeOyp, MnOy, Agp0, LinO, B»03, FenO3, CuO, 5r0, MoO3,

As»03, Y903, Yby03, Crp03, P05, SbyOg.

3. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem zumindest ein Teil der Kristallite (32) aus ZrOp 1ist,
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wobel ein mittlerer Durchmesser dieser Kristallite (32) bei

hoéchstens 300 nm liegt.

4, Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem zumindest ein Teil der Kristallite (32) aus TiOp 1ist,

wobel ein mittlerer Durchmesser dieser Kristallite (32) bei

hoéchstens 300 nm liegt.

5. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem das Matrixmaterial (21) ein Silikon, ein Epoxid oder
ein Silikon-Epoxid-Hybridmaterial ist,

wobei ein Gewichtsanteil der Partikel (22) an dem Gehduse (2)
zwischen einschlieRlich 40 % und 85 % liegt, und

wobei ein Volumenanteil der Partikel (22) an dem Gehause (2)

< <

zwischen einschlielRlich 20 % und 70 % liegt.

6. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem ein Anteil der Kristallite (32) an den Partikeln (22)

< <

zwischen einschlielRlich 25 % und 75 % liegt.

7. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem mindestens 75 % der Partikel (22) einen Durchmesser
zwischen einschliellich 5 pm und 90 um aufweisen,

wobei mindestens 30 % der Partikel (22) einen Durchmesser von

hoéchstens 30 um aufweisen und mindestens 25 % der Partikel

(22) einen Durchmesser von mindestens 30 pm aufweisen.

8. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem eine mittlere Dicke des Gehauses (2) in Richtung
senkrecht zu einer Montageseite (10) des Bauteils (1)
zwischen einschlielRlich dem Dreifachen und dem DreiBigfachen

des mittleren Durchmessers der Partikel (22) liegt.
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9. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
ferner umfassend mindestens einen Leuchtdiodenchip (41), der
in wenigstens einer Ausnehmung (24) des Gehduses (2)
angebracht ist,

wobei der Leuchtdiodenchip (41) zur Erzeugung von sichtbarem
Licht eingerichtet ist und ein Reflexionsgrad des Gehauses

<

(2) flr dieses Licht bei mindestens 90 % liegt.

10. Bauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,

ferner umfassend mindestens einen Leuchtstoff (42), der dem
Leuchtdiodenchip (41) entlang einer Abstrahlrichtung
nachgeordnet ist,

wobei der Leuchtstoff (42) beabstandet zu dem Gehduse (2)

angeordnet ist.

11. Bauteil (1) nach einem der beiden vorhergehenden
Anspriche,

bei dem eine Gesamtdicke des Gehduses (2) mit einer Toleranz
von hochsten 10 pm gleich einer Dicke des Leuchtdiodenchips
(41) zusammen mit dem Leuchtstoff (42) ist,

wobei der Leuchtstoff (42) und der Leuchtdiodenchip (41)

ibereinander gestapelt angeordnet sind.

12. Bauteil (1) nach einem der Anspriiche 8 bis 10,

bei dem das Matrixmaterial (21) den Leuchtdiodenchip (41)
stellenweise beriihrt,

wobei eine Lichtaustrittsseite des Leuchtiodenchips (41) frei
von dem Matrixmaterial (21) und frei von den Partikeln (32)

ist.

13. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem eine spezifische Warmeleitfahigkeit der Partikel (22)
um mindestens einen Faktor 10 hoher ist als eine spezifische

Warmeleitfahigkeit des Matrixmaterials (21),
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wobei die Partikel (22) perkoliert vorliegen, sodass durch
die Partikel (22) im Matrixmaterial (21) Warmeleitpfade
gebildet sind.

14. Bauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem neben den Partikeln (22) aus der Glaskeramik
mindestens eine Sorte weiterer Partikel vorliegt, um das
Gehduse (2) mechanisch und/oder thermisch zu stabilisieren
und/oder die geeignet sind, eine Reflektivitat des Gehduses
(2) zu steigern,

wobel die weiteren Partikel aus einer Keramik, aus einem

Glas, aus elnem Kunststoff und/oder aus einem Metall sind.

15. Herstellungsverfahren fiir Bauteile (1) nach den
vorherigen Ansprichen mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Glases (5) und Durchfiihren einer
Temperaturbehandlung des Glases (51), sodass eine Glaskeramik
entsteht (52), oder alternativ direktes Erzeugen und/oder
Bereitstellen einer Glaskeramik (52), sodass die Partikel
(22) entstehen oder sodass ein Rohmaterial fir die Partikel
(22) entsteht,

- optional Erzeugen der Partikel (22) aus dem Rohmaterial in
einem separaten Schritt,

- Beigeben der Partikel (22) zu dem Matrixmaterial (21),
sodass eine Spritzmasse (53) gebildet wird, und

- Befillen einer Form (54) mit der Spritzmasse (53) mittels
GieBen, Spritzen und/oder Pressen sowie Aushdrten zu dem

Gehause (2).

16. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
ferner umfassend den Schritt einer Formgebung der aus dem
Rohmaterial oder aus der Glaskeramik (53) resultierenden

Partikel (22) zu spharischen oder nahezu spharischen
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Partikeln (22) mittels Zerkleinern, Verrunden,

Temperaturbehandlung und/oder Sprihpyrolyse.

17. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden
Anspriche,

wobei das Glas ein Aluminosilikatglas ist und folgende
Ausgangsmaterialien umfasst oder ausschlieBlich aus diesen
Ausgangsmaterialien hergestellt wird:

<

- S510» mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlielRlich 15 %

und 70 %,

<

- Alp03 mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlieBlich 2 %

und 30

o\°

14

<

- Ti0» mit einem Gewichtsanteil zwischen einschlielRlich 20 3

und 40

o\°

14

<

- 7Z2rOp mit einem Gewichtsanteil zwischen einschliefilich 0,5 %

und 30 %, und
- Alkalioxide und Erdalkalioxide mit einem Gewichtsanteil wvon

insgesamt hodéchstens 15 %.

18. Verfahren nach einem der drei vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Temperaturbehandlung des Glases (51) zur
Glaskeramik (52) mindestens zeitweilig mit einer Temperatur
zwischen einschlieflich 105 % und 130 % einer
Glasiibergangstemperatur des Glases (51), angegeben in K,

erfolgt.

19. Verfahren nach einem der vier vorgehenden Anspriiche,
wobei keine weitere Temperaturbehandlung eines erschmolzenen
Rohmaterials durchgefithrt wird, sodass unmittelbar die
Glaskeramik (52), ohne einen Zwischenschritt iiber ein Glas,

aus pulverfdérmigen Ausgangsstoffen erzeugt wird.
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